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GaN 系 HEMT は、高速・高出力なスイッチング素子として有望である。しかし、GaN 系

HEMT の Si 素子に対する優位性は明確に示されていない。そこで本研究は、現状の GaN 系

HEMT と Si 系デバイスのスイッチング損失 ESWを、ゲート駆動回路の出力インピーダンス

ROの影響も含め実測及びシミュレーションで性能比較した。 

表 1 に測定に用いた 200V 耐圧の GaN-HEMT と Si-MOSFET の定格電流、オン抵抗、チッ

プ面積を示す。L 負荷チョッパー回路にてスイッチング損失の実測及びシミュレーションを

した。実験条件は回路電圧 VCC=100V,負荷電流 IL=2A,RO=45~1kΩとした。スイッチングトラ

ンジスタのゲートに繋がる外付けゲート抵抗、ゲートドライバーの内部インピーダンスの

和を出力インピーダンス ROと定義し、値を変化させた。図 1 に GaN-HEMT のターンオン

時のスイッチング波形を示す。これらのスイッチング波形から実測及びシミュレーション

でのスイッチング損失を見積もった。図 2 に各素子の ROに対するスイッチング損失を示す。

また、図 2 には素子の出力容量 COSSをドレイン-ソース電圧で積分した素子損失 ECOSSを示

した。GaN-HEMT は図 2 に示す全ての ROにおいて Si-SJMOSFET と比べて低スイッチング

損だった。また、GaN-HEMT の ECOSSも Si-SJMOSFET に比べ低損失だった。 

一方、オン抵抗で規格化した GaN-HEMT の ESWは Si-SJMOSFET より高い結果が得られ

た。詳細は当日報告する。 

表 1 評価に用いた素子 

Transistor 耐圧 (V) 定格電流 (A) オン抵抗 (mΩ) チップ面積 (mm
2
)

GaN-HEMT EPC2012 200 3 70 1.56
Si-MOSFET STB19NF20 200 15 160 9

Si-SJMOSFET STB80N20M5 200 61 19 35

 

図 1 GaN-HEMTのターンオン波形 図 2 出力インピーダンスに対するスイッチング損失 
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